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【序論】フォトニック結晶レーザー（PCSEL）は，活性層近傍に設けた 2 次元フォトニック結晶

のバンド端群速度零効果に基づく半導体レーザーである。本レーザーは原理上，発振面積を大面

積化させてもコヒーレント性を維持出来ることから，高出力・高ビーム品質を両立出来るという

特長を有する[1]。これまで，GaN 系フォトニック結晶レーザーの低閾値電流密度動作および高出

力化に向けて，フォトニック結晶効果増強のための設計[2]，SiO2成膜を用いない空孔埋め込み法

の開発[3]およびその直上の活性層の高品質化，利得波長と共振波長の調整[4]等をすることで，閾

値電流密度を 2.7 kA/cm2まで低減し，ピーク光出力 500 mW 以上を得ることに成功している[4,5]。

これまでは PCSEL のパルス駆動による評価を行ってきたが，今回，連続（CW）駆動を試みた結

果について報告する。 

【デバイス作製】作製したデバイスの構造の模式図を図 1 に示す。まず n-GaN 基板上に MOVPE

法を用いて n-AlGaN クラッド層，n-GaN 光ガイド層を成長し，n-GaN 光ガイド層にフォトニック

結晶を形成した。ここではフォトニック結晶には比較的低閾値電流密度 (~2.7 kA/cm2)で発振する

単一格子構造[4]を採用した。その後，再成長で空孔を残すようにフォトニック結晶を埋め込み，

続けて活性層，ud-GaN 光ガイド層，p-AlGaN 電子ブロック層，p-AlGaN クラッド層，p+-GaN コン

タクト層を成長した。成長後の基板に，直径 200 μm の円形 p 電極，および，窓状 n 電極を形成

し，PCSEL デバイスを作製した。 

【CW 動作】放熱のために高熱伝導率を有するサブマウントに AuSn 半田でジャンクションダウ

ン接合した後，水冷型 Cu ヒートシンクに実装した。まず，共振波長をずらし発振しないようにし

た PCSEL を用いてケース温度を 20℃に設定し，CW 状態で電流注入を行い，表面温度を計測し，

放熱性を評価した結果を図 2 に示す。発振が期待される電流 1.0 A における電極中央の表面温度

は 28℃，予測されるジャンクション温度は 45℃であり，十分な放熱がなされていることを確認し

た。放熱性を確認した後，実際に共振波長を合わせた PCSEL に対して電流-電圧-光出力測定を行

った。その結果を図 3 に示す。電流~0.88 A（電流密度~2.8 kA/cm2），電圧~4.7 V で出力が急峻に

上昇し CW 発振を確認することに成功した。発振動作等の詳細は当日報告する。 
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図2:温度測定結果 (I=1.0A)図1:PCSELの断面模式図 図3:I-V-L特性
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